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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子が設けられた画素が配列される画素領域と、前記画素領域の外側に設けられて
配線基板と接続する接続端子が設けられた端子領域と、を備える表示装置の製造方法にお
いて、
　前記接続端子の上面部の一部に凹領域を形成し、
　前記画素領域から前記端子領域に亘って、第１無機絶縁層、有機絶縁層、第２無機絶縁
層を順に形成し、
　前記接続端子の部位にて、前記凹領域に前記有機絶縁層が集まることで前記凹領域以外
の領域に前記第１無機絶縁層と前記第２無機絶縁層が積層される領域をエッチングするこ
とを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１無機絶縁層と前記第２無機絶縁層とを同一の材質で形成し、前記端子領域の前
記第１無機絶縁層と前記第２無機絶縁層とを同時にエッチングすることを特徴とする請求
項１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記凹領域は、前記接続端子の一部を除去して形成することを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記画素領域から前記端子領域に亘って導電層を形成し、
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　前記凹領域は、前記接続端子の部位の前記導電層の一部を除去して形成することを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記導電層は、一枚の層であり、
　前記凹領域は、前記接続端子の部位の前記導電層の一部を除去して形成することを特徴
とする請求項４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記導電層は、第１導電層、及び、前記第１導電層の上に形成された第２導電層の積層
であり、
　前記凹領域は、前記接続端子の部位の前記第１導電層と前記第２導電層の前記積層の一
部を除去して形成することを特徴とする請求項４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２導電層の面積は、前記第１導電層の面積の５０％以上であることを特徴とする
請求項６に記載の表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記画素領域及び前記端子領域は、基板、及び、前記基板の上に形成される下地絶縁層
の積層の上に設けられ、
　前記凹領域は、前記接続端子の部位の前記下地絶縁層の一部を除去して形成することを
特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記画素領域及び前記端子領域は、基板、及び、前記基板の上に形成される下地絶縁層
の積層の上に設けられ、
　前記凹領域は、前記接続端子の部位の前記基板と前記下地絶縁層の前記積層の一部を除
去して形成することを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の表示装置
の製造方法。
【請求項１０】
　前記基板を、樹脂又はガラスで形成することを特徴とする請求項８又は請求項９に記載
の表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　基板と、
　発光素子が設けられた画素が配列される画素領域と、
　前記画素領域の外側に位置し、且つ配線基板と接続する接続端子が設けられた端子領域
と、
　前記画素領域から前記端子領域に跨って設けられた多層の絶縁層を有する表示装置にお
いて、
　前記接続端子は、上面部と、前記上面部の一部が前記基板の側へ窪む凹領域と、を有し
、
　前記画素領域にて、前記多層の絶縁層は、第１無機絶縁層と、前記第１無機絶縁層の上
に設けられた有機絶縁層と、前記有機絶縁層の上に設けられた第２無機絶縁層と、を有し
、
　前記接続端子は、前記上面部が前記多層の絶縁層から露出し、
　前記凹領域には、前記多層の絶縁層のうち、前記第１無機絶縁層及び前記有機絶縁層が
設けられていることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　前記凹領域は、前記接続端子の一部が除去された領域であることを特徴とする請求項１
１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記凹領域は、前記接続端子の部位にて、前記基板の一部が除去された領域であること
を特徴とする請求項１１又は請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
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　前記画素領域及び前記端子領域は、前記基板の上に設けられた下地絶縁層の積層の上に
設けられ、
　前記凹領域は、前記接続端子の部位にて、前記基板及び前記下地絶縁層の一部が除去さ
れた領域であることを特徴とする請求項１１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の表示
装置。
　                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置の製造方法、及び、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネセンス（以下、「有機ＥＬ」ともいう。）材料を用いた発光素子
で画素が構成された表示装置の封止膜として、特許文献１では、有機ＥＬ層を被覆する保
護層として複数の絶縁層（無機絶縁膜／有機絶縁膜／無機絶縁膜の３層）が積層された構
成が開示されている。
【０００３】
　有機ＥＬ層の上面に設ける複数の絶縁層は、無機絶縁層であればスパッタリング法によ
り、有機絶縁層であれば塗布法により形成されるので、表示装置の画素領域（表示領域）
のみならず、表示装置の端子領域（非表示領域）まで延びて形成される。そのため、端子
領域の接続端子の部位では絶縁層を除去して導通可能な状態にする必要がある。
【０００４】
　端子部における絶縁層を除去するためには、ドライエッチングやウェットエッチングが
適用される。しかし、無機絶縁膜／有機絶縁膜／無機絶縁膜が積層された絶縁層を除去す
るには、各々の絶縁膜に適したエッチング条件を設定する必要がある。そのために、プロ
セスの複雑化、マージンの減少、タクトの増加、場合によっては複数の処理室が必要等の
課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－６９８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑み、表示装置の接続端子の部位にて、導電面を露出させる工程
を簡略化することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、発光素子が設けられた画素が配列される画素領域と、前記画素領域
の外側に設けられて配線基板と接続する接続端子が設けられた端子領域と、を備える表示
装置の製造方法において、前記接続端子の上面部の一部に凹領域を形成し、前記画素領域
から前記端子領域に亘って、第１無機絶縁層、有機絶縁層、第２無機絶縁層を順に形成し
、前記接続端子の部位にて、前記凹領域に前記有機絶縁層が集まることで前記凹領域以外
の領域に前記第１無機絶縁層と前記第２無機絶縁層が積層される領域をエッチングするこ
とを特徴とする表示装置の製造方法である。
【０００８】
　本発明の一態様は、基板と、発光素子が設けられた画素が配列される画素領域と、前記
画素領域の外側に位置し、且つ配線基板と接続する接続端子が設けられた端子領域と、前
記画素領域から前記端子領域に跨って設けられた多層の絶縁層を有する表示装置において
、前記接続端子は、前記接続端子の上面部の一部に、前記基板の側へ窪む窪みを備えた凹
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領域を有し、前記画素領域にて、前記多層の絶縁層は、第１無機絶縁層と、前記第１無機
絶縁層の上に設けられた有機絶縁層と、前記有機絶縁層の上に設けられた第２無機絶縁層
と、を有し、前記上面部は前記多層の絶縁層から露出し、前記凹領域の前記窪みには前記
第１無機絶縁層及び前記有機絶縁層が位置していることを特徴とする表示装置である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る接続端子の製造方法が適用される表示装置の構成を示す
斜視図である。
【図２】基板に、画素領域において画素が形成され、端子領域において接続端子が形成さ
れた状態を示す断面図である。
【図３】発光素子と、第３導電層と、第２導電層が形成された状態を示す断面図である。
【図４】画素領域に、画素電極、有機層、対向電極を、接続端子に第１無機絶縁層、有機
絶縁層、第２無機絶縁層が積層された保護層を設ける段階を示す断面図である。
【図５】画素領域に、第２の基板を設けた状態を示す断面図である。
【図６】本発明の変形例１に係る接続端子の構成を示す平面図である。
【図７】本発明の変形例２に係る接続端子の構成を示す平面図である。
【図８】本発明の変形例３に係る接続端子の構成を示す平面図である。
【図９】本発明の変形例４に係る接続端子の構成を示す平面図である。
【図１０】端子領域において、ＦＰＣを設けた状態を示す断面図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る接続端子の膜層を積層する過程を示す断面図であ
る。
【図１２】本発明の第３実施形態に係る接続端子の膜層を積層する過程を示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面等を参照しながら説明する。但し、本発明は多くの
異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の形態の記載内容に限定し
て解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ
、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であっ
て、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に
関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略する
ことがある。
【００１１】
　本明細書において、ある部材又は領域が、他の部材又は領域の「上に（又は下に）」あ
るとする場合、特段の限定がない限り、これは他の部材又は領域の直上（又は直下）にあ
る場合のみでなく、他の部材又は領域の上方（又は下方）にある場合を含み、すなわち、
他の部材又は領域の上方（又は下方）において間に別の構成要素が含まれている場合も含
む。
【００１２】
＜第１実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る表示装置１００の構成を斜視図で示す。表示装置１００は、
第１の基板１０１に画素領域１０６が設けられている。画素領域１０６は、発光素子が設
けられた複数の画素１０８が配列することによって構成されている。発光素子は、一対の
電極間に発光材料を含む層（発光層）を有する素子であり、ここでは、一例として、発光
材料として有機エレクトロルミネセンス材料を含む層を有する発光素子を有機ＥＬ素子が
用いられる。画素領域１０６の上面には封止材としての第２の基板１０４が設けられてい
る。
【００１３】
　第２の基板１０４は画素領域１０６を囲むシール材１１０によって、第１の基板１０１
に固定されている。第１の基板１０１に形成された画素領域１０６は、封止材である第２
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の基板１０４とシール材１１０によって大気に晒されないように封止されている。このよ
うな封止構造により画素１０８に設けられる発光素子の劣化を抑制している。また、後述
する（図４参照）絶縁膜による保護層によっても発光素子は封止されている。
【００１４】
　第１の基板１０１は、一端部に端子領域１１４が設けられている。端子領域１１４は第
２の基板１０４の外側に配置されている。端子領域１１４は、画素領域１０６の外側の領
域に設けられてフレキシブルプリント配線基板（以下、「ＦＰＣ８０」（図１０参照）と
もいう。）等の配線基板と接続する接続端子２００が設けられた領域である。端子領域１
１４は、複数の接続端子２００によって構成されている。
【００１５】
　接続端子２００には、映像信号を出力する機器や電源などと表示パネルとを接続する配
線基板が配置される。配線基板と接続する接続端子２００の接点は、外部に露出している
。第１の基板１０１には端子領域１１４から入力された映像信号を画素領域１０６に出力
するドライバＩＣ１１２が設けられている。
【００１６】
　本発明の一実施形態に係る表示装置の製造方法を以下に説明する。図２は、基板１０１
に、画素領域１０６において画素１０８の一部が形成され、端子領域１１４において接続
端子２００が形成された状態を示す。
【００１７】
　画素１０８は、トランジスタ５０及び発光素子６０（図３参照）を含んで構成される。
トランジスタ５０は、下地絶縁層８上に形成された半導体層５１、ゲート絶縁層５２、ゲ
ート電極５３によって形成される。
【００１８】
　トランジスタ５０のソース領域及びドレイン領域に対しては、第１層間絶縁層５４を介
して、ソース・ドレイン電極２Ｙａ、２Ｙｂが形成される。第１層間絶縁層５４は、ソー
ス・ドレイン電極２Ｙａ、２Ｙｂを埋設するように形成される。
【００１９】
　トランジスタ５０に接続されるソース・ドレイン電極２Ｙａと、ゲート絶縁層５２上に
形成される第１容量電極５６によって、第１容量素子５７が形成されている。第１容量素
子５７の誘電体層は、第１容量電極５６とソース・ドレイン電極２Ｙａとの間に介在する
第１層間絶縁層５４が兼ねている。
【００２０】
　図３は、発光素子６０と、第３導電層４Ｙと、第２導電層４が形成された状態を示す断
面図である。発光素子６０は、画素電極５Ｙ、有機絶縁層６Ｙ、対向電極７Ｙの積層を有
する。画素電極５Ｙは、バンク層７０に囲まれている。
【００２１】
　画素電極５Ｙとソース・ドレイン電極２Ｙａ、２Ｙｂとの間には、第２層間絶縁層３Ｙ
が形成される。第２層間絶縁層３Ｙは、有機絶縁材料で形成される。第２層間絶縁層３Ｙ
が有機絶縁材料を用いて形成されることで、発光素子６０が形成される表面が平坦化され
ている。有機絶縁材料としては、アクリル等を含む材料が用いられる。
【００２２】
　なお、図３では、発光素子６０に重なるように第２容量素子７１が設けられる態様を示
す。第２容量素子７１は、第２容量電極７２、第３絶縁層７３、画素電極５Ｙにより形成
される。
【００２３】
　発光素子６０と、トランジスタ５０とは、第２層間絶縁層３Ｙに形成されたコンタクト
ホールを介して接続される。図３では、画素電極５Ｙとソース・ドレイン電極２Ｙａとの
間に、第３導電層４Ｙが介在している。第３導電層４Ｙは、例えば、ＩＴＯなどの導電性
金属酸化物で形成される。
【００２４】
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　第１導電層２Ｘは、抵抗率の低いアルミニウム又はアルミニウム合金により形成される
。この表面に、アルミニウムより硬質の導電性金属酸化物の層を設けることで、第１導電
層２Ｘが保護される。ここで、接続端子２００に関して特に説明していく。
【００２５】
　接続端子２００は、基板１０１（基材）上に設けられる。基板１０１の材質は樹脂又は
ガラスである。基板１０１の上には下地絶縁層８が形成される。下地絶縁層８は、例えば
、酸化シリコン、窒化シリコン等により形成される。
【００２６】
　下地絶縁層８の上には第１導電層２Ｘが形成される。第１導電層２Ｘは、例えばアルミ
ニウムを含む化合物（アルミニウム系の材質）等で形成される。
【００２７】
　端子領域１１４において接続端子２００は、第１導電層２Ｘ及び後述の第２導電層４に
より形成される。第１導電層２Ｘの表面（接続端子の上面部の一部）は、凹部２Ｘ１（凹
領域）が設けられている。凹部２Ｘ１は、基板１０１の側へ窪む窪みを備えている。凹部
２Ｘ１は、第１導電層２Ｘを貫通する開口部であってもよいし、第１導電層２Ｘの膜厚が
薄くなった有底状の凹部であってもよい。このことから、接続端子２００の部位の第１導
電層２Ｘの一部（接続端子２００の一部）が除去されて凹部２Ｘ１が形成されることにも
なる。
【００２８】
　第２導電層４は、第１導電層２Ｘの表面及び凹部２Ｘ１に沿って設けられている。第１
導電層２Ｘの形成後で第２導電層４の形成前に、第１導電層２Ｘの幅方向Ｍの両端部には
、平坦化膜３Ｘが積層される。接続端子２００の部位の第１導電層２Ｘの幅方向Ｍの両端
部に平坦化膜３Ｘが積層される。
【００２９】
　平坦化膜３Ｘの幅方向Ｍの中央側、第１導電層２Ｘの表面、凹部２Ｘ１、凹部２Ｘ１の
底の下地絶縁層８の上には、第２導電層４が形成される。第２導電層４には、例えば酸化
インジウムスズ（ＩＴＯ）等の導電性を有する金属酸化物が用いられる。
【００３０】
　第１導電層２Ｘは、例えば、画素１０８（図１参照）に於けるソース・ドレイン電極２
Ｙａ、２Ｙｂと同じ層により形成される。または、第１導電層２Ｘは、ゲート電極５３と
同じ層により形成される。いずれの場合でも、第１導電層２Ｘは、第２層間絶縁層３Ｙと
平坦化膜３Ｘが基板１０１の全面に形成されることにより、一旦埋設される。
【００３１】
　しかし、第２層間絶縁層３Ｙを形成した後、発光素子６０の画素電極５Ｙとトランジス
タ５０とを接続するために、コンタクトホールを形成する工程が必要となる。コンタクト
ホールを形成する工程は、第２層間絶縁層３Ｙの一部を除去する工程である。
【００３２】
　この工程と同時に、画素領域１０６における第２層間絶縁層３Ｙを除去すると同時に、
端子領域１１４における平坦化膜３Ｘを除去することで、第１導電層２Ｘの表面を露出さ
せることができる。
【００３３】
　この場合、端子領域１１４に存在する平坦化膜３Ｘの全部を除去するようにしてもよい
が、図３で示すように、第１導電層２Ｘの周縁部を囲むように残存させてもよい。平坦化
膜３Ｘで第１導電層２Ｘを囲むように設けることで、第２導電層４の段差被覆性を改善す
ることができる。すなわち、第１導電層２Ｘの上面及び側面を第２導電層４で覆う場合、
段差部（側面）において十分被覆されなくなってしまう。なお、第２層間絶縁層３Ｙ及び
平坦化膜３Ｘは感光性樹脂で形成されてもよい。
【００３４】
　図４は、画素領域１０６に画素電極５Ｙ、有機層６Ｙ、対向電極７Ｙを設け、その後、
画素領域１０６と端子領域１１４とに、第１無機絶縁層５Ｘ、有機絶縁層６Ｘ、第２無機
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絶縁層７Ｘが積層された保護層を設ける段階を示す。保護層は、無機絶縁層（５Ｘ、７Ｘ
）であればスパッタリング法により、有機絶縁層６Ｘであれば塗布法により形成されるの
で、基板１０１の略全面に形成される。そのため、端子領域１１４においては、有機絶縁
層６Ｘが凹部に集まって溜まる。画素領域１０６においては、第１無機絶縁層５Ｘ、有機
絶縁層６Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘが積層された保護層は、対向電極７Ｙ上に位置し発光素
子６０を保護、封止している。具体的には、以下の工程となる。
【００３５】
　図４に示すように、画素領域１０６から端子領域１１４に亘って第１無機絶縁層５Ｘが
形成されている。特に、端子領域１１４では、第１導電層２Ｘ、第２導電層４の積層の上
と、平坦化膜３Ｘの上に第１無機絶縁層５Ｘが位置している。第１無機絶縁層５Ｘの積層
の表面には、凹部５Ｘ１や凹み部５Ｘ２が形成される。
【００３６】
　そして、画素領域１０６から端子領域１１４に亘って有機絶縁層６Ｘが形成されている
。特に、端子領域１１４では、第１無機絶縁層５Ｘの上に有機絶縁層６Ｘが位置している
。有機絶縁層６Ｘは、流動性のある樹脂組成物を塗布し、焼成することで形成される。
【００３７】
　一方、樹脂組成物を塗布すると、接続端子２００の部位では、第１導電層２Ｘの凹部２
Ｘ１の部位に流入し、その周辺には残存しない。このため有機絶縁層６Ｘは、凹部２Ｘ１
の形状に基づいて形成される。すなわち、樹脂組成物は、第１無機絶縁層５Ｘの凹部５Ｘ
１に集まって溜まり、また、第１無機絶縁層５Ｘの凹み部５Ｘ２に溜まる。なお、有機絶
縁層６Ｘとしては、アクリル、ポリイミドなどの樹脂絶縁が用いられる。
【００３８】
　前述のような有機絶縁層６Ｘが形成された第１無機絶縁層５Ｘの上に第２無機絶縁層７
Ｘが形成される。これらの第１無機絶縁層５Ｘ、有機絶縁層６Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘを
有して、多層の絶縁層が形成されている。
【００３９】
　また、接続端子２００の部位にて、幅方向Ｍで凹部２Ｘ１以外の領域に第１無機絶縁層
５Ｘと第２無機絶縁層７Ｘが上下に隣接して積層を形成する。ここでは、第１無機絶縁層
５Ｘと第２無機絶縁層７Ｘとが同一材質で形成されている。こうしたことから、第１無機
絶縁層５Ｘと第２無機絶縁層７Ｘとが同時にエッチングされる。その結果、第１無機絶縁
層５Ｘ、有機絶縁層６Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘが積層する構成をエッチングする工程に比
べて、エッチングする工程の低減（３回から１回への低減）が実現できる。
【００４０】
　なお、第１無機絶縁層５Ｘと第２無機絶縁層７Ｘとが異質の材質で形成される場合であ
っても、第２無機絶縁層７Ｘをエッチングした後に第１無機絶縁層５Ｘをエッチングする
工程となる。その結果、第１無機絶縁層５Ｘ、有機絶縁層６Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘが積
層する構成をエッチングする工程に比べて、エッチング工程の低減（２回から１回への低
減）が実現される。
【００４１】
　図５は、画素領域１０６に、図１で示すような第２の基板１０４を設けた状態を示す。
この状態で、端子領域１１４における第１無機絶縁層５Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘをエッチ
ングする。
【００４２】
　凹部２Ｘ１の内部では、第２導電層４、第１無機絶縁層５Ｘが凹部２Ｘ１の形状に沿っ
て形成され、その第１無機絶縁層５Ｘの内部に有機絶縁層６Ｘ（有機樹脂層）が形成され
る。有機絶縁層６Ｘには、例えばアクリル等が用いられる。
【００４３】
　また、基板１０１の面が広がる方向と直交する方向から見て、第２導電層４の面積は第
１導電層２Ｘの面積の５０％以上が良い。
【００４４】
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　こうして、前述のようにして、画素領域１０６から端子領域１１４に跨って、第１無機
絶縁層５Ｘ、有機絶縁層６Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘの多層の絶縁層が形成される。同時に
、接続端子２００の部位にて、第２導電層４はその多層の絶縁層から露出すると共に、凹
部２Ｘ１に第１無機絶縁層５Ｘと有機絶縁層６Ｘが含まれる構成ができあがる。
【００４５】
　図６は、変形例１に係る接続端子２０１の平面図である。接続端子２０１は、第１導電
層２Ｘの上に縦方向Ｎに延びる第１無機絶縁層５Ｘと有機絶縁層６Ｘの単位領域を有し、
この単位領域が、縦方向Ｎで１個、幅方向Ｍで４個、という状態で配列されている。
【００４６】
　図７は、変形例２に係る接続端子２０２の平面図である。接続端子２０２は、第１導電
層２Ｘの上に縦方向Ｎに延びる第１無機絶縁層５Ｘと有機絶縁層６Ｘの単位領域を有し、
この単位領域が、縦方向Ｎで４個、幅方向Ｍで４個、という状態で配列されている。
【００４７】
　図８は、変形例３に係る接続端子２０３の平面図である。接続端子２０３は、第１導電
層２Ｘの上に縦方向Ｎに延びる第１無機絶縁層５Ｘと有機絶縁層６Ｘの単位領域を有し、
この単位領域が、幅方向Ｍで４個の部位と３個の部位とが交互に配列され、縦方向Ｎで５
個という状態で配列されている。
【００４８】
　図９は、変形例４に係る接続端子２０４の平面図である。接続端子２０４は、第１導電
層２Ｘの上で、第１無機絶縁層５Ｘと有機絶縁層６Ｘの領域が縦方向Ｎに延びる部位と幅
方向Ｍに延びる部位とを有し、これがホール形状（四角形の帯状）に延びる。
【００４９】
　図６～図８に示される凹部２Ｘ１の数は問わないし、図９の帯状の形状でも良いが、露
出する第２導電層４の面積は第１導電層２Ｘの面積の５０％以上である方が良い。
【００５０】
　図１０は、端子領域１１４において、ＦＰＣ８０を設けた状態を示す。ＦＰＣ８０との
接続部は、例えば異方性導電接着剤８１によりなされる。導電性ビーズ８２は、矢印Ｊの
部分に形成されてしまった第１無機絶縁層５Ｘより大きいので、第２導電層４上にその矢
印Ｊの部位が残存していても影響を与えない。むしろ、導電性ビーズ８２のストッパとし
て作用する可能性もある。
【００５１】
＜第２実施形態＞
　次いで、本実施形態に係る接続端子５００の構成について、図１１を参照して説明する
。図１１は、本実施形態に係る接続端子５００の絶縁層のエッチングが完了した状態を示
す断面図である。第２実施形態の接続端子５００が第１実施形態の接続端子２００と異な
る点は、凹領域が、接続端子５００の部位の下地絶縁層８の一部が除去されて形成される
点である。基板１０１の上に下地絶縁層８と第１導電層２Ｘが形成されてから、凹部８Ｘ
と凹部２Ｘ１とが連通する凹領域を形成される。
【００５２】
　なお、下地絶縁層８に凹部８Ｘが形成され、その上に第１導電層２Ｘが形成されてから
、第１導電層２Ｘの一部が除去されて凹部２Ｘ１が形成される方法でも良い。
【００５３】
＜第３実施形態＞
　次いで、本実施形態に係る接続端子６００の構成について、図１２を参照して説明する
。図１２は、本実施形態に係る接続端子６００の絶縁層のエッチングが完了した状態を示
す断面図である。第３実施形態の接続端子６００が第１実施形態の接続端子２００と異な
る点は、凹領域が、接続端子６００の部位の基板１０１の一部が除去されてから下地絶縁
層８が形成される点である。基板１０１に凹部１０１Ｘが形成され、下地絶縁層８と第１
導電層２Ｘが形成されて凹部８Ｘと凹部２Ｘ１が形成される。
【００５４】
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　なお、基板１０１の上に下地絶縁層８が形成されてから凹領域が基板１０１の凹部１０
１Ｘと下地絶縁層８の凹部８Ｘとが連通するように形成され、その上に第１導電層２Ｘが
形成されてから、第１導電層２Ｘの一部が除去されて凹部２Ｘ１が形成されても良い。ま
たは、基板１０１の上に下地絶縁層８と第１導電層２Ｘが形成されてから、凹部１０１Ｘ
、凹部８Ｘ、凹部２Ｘ１が連通する凹領域を形成する方法でも良い。
【００５５】
　実施例１～３のいずれかの方法によれば、凹部２Ｘ１の中に生成される第１無機絶縁層
５Ｘの中に有機絶縁層６Ｘが溜まる。そのために、基板１０１の上の第１導電層２Ｘの上
に複数の絶縁層（第１無機絶縁層５Ｘ、有機絶縁層６Ｘ、第２無機絶縁層７Ｘ）を積層す
る製造工程の後に、接続端子の部位で第１導電層２Ｘの上の複数の絶縁層を従来よりも容
易に除去することができる。
【００５６】
　その結果、各々の実施形態の接続端子の製造のプロセスの単純化、処理時間の短縮化、
加工の安定性向上等が実現される。また、凹部２Ｘ１を有する第１導電層２Ｘは、平坦な
第１導電層２Ｘと比較して、ＡＣＦによるＩＣやＦＰＣ８０の接続をより確実に行うこと
ができ、製品の高信頼性が実現される。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　基板
２Ｘ　　第１導電層
２Ｘ１　凹部
５Ｘ　　第１無機絶縁層
６Ｘ　　有機絶縁層
７Ｘ　　第２無機絶縁層
１０６　画素領域
１１４　端子領域
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摘要(译)

一种制造显示装置的方法，当在显示装置的制造过程中形成多个绝缘层
时，该显示装置能够减少在连接端子处导电所不需要的多个绝缘层的蚀
刻过程。提供。 一种制造显示装置的方法，包括：像素区域，其中设置
有发光元件的像素排列;以及端子区域，设置在像素区域外部并且设置有
连接端子，连接端子连接到布线基板。在连接端子的上表面的一部分中
形成凹陷区域，并且从像素区域到端子区域依次形成第一无机绝缘层，
有机绝缘层和第二无机绝缘层;通过在连接端子部分处的凹陷区域中收集
有机绝缘层，在凹陷区域以外的区域中蚀刻堆叠第一无机绝缘层和第二
无机绝缘层的区域。以及制造显示装置的方法。 [选中图]图3
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